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(57) Abstract: The invention relates to an optoelectronic lamp device, comprising:an optoelectronic semiconductor component
having a top side comprising a light-emitting surface, a housing embedding the semiconductor component and exposing the light-
emitting surface, wherein a housing surface is coated by a light scattering dielectric varnish, which can scatter incident light on a
surface of the varnish facing away from the housing surface. The invention further relates to a method for producing an
optoelectronic lamp device.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine optoelektronische Leuchtvorrichtung, umfassend: - ein optoelektronisches
Halbleiterbauteil mit einer eine lichtemittierenden Fliche umfassende Oberseite, - ein das Halbleiterbauteil einbettendes und die
lichtemittierende Flidche freilassendes Gehduse, - wobei eine Gehdusefliche mit einer lichtstreuenden dielektrischen Lackschicht
beschichtet ist, die auf eine der Gehduseflache abgewandten Flache der Lackschicht einfallendes Licht streuen kann. Die Erfindung
betriftt ferner ein Verfahren zum Herstellen einer optoelektronischen Leuchtvorrichtung.
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OPTOELEKTRONISCHE LEUCHTVORRICHTUNG

BESCHREIBUNG

Die Erfindung betrifft eine optoelektronische Leuchtvorrich-
tung sowie ein Verfahren zum Herstellen einer optoelektroni-

schen Leuchtvorrichtung.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung 10 2015 110 429.6, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.

Bei oWLP-Rauteilen (oWLP: ,optical Wafer Level Package™) ist
die Oberfliache auBerhalb des LED-Chips meist vollstandig oder
teilweise mit einem Dielektrikum und einer darauf aufgebrach-
ten Metallisierung bedeckt. Die Metallisierungen weisen oft
eine nicht optimale Reflektivitat auf. Ebenso weisen freilie-
gende Bereiche, also Bereiche, wo entweder das Dielektrikum
oder das darunterliegende schwarze Moldmaterial offenliegt,

eine nicht optimale Reflektivitat auf.

Es ist méglich, diese freiliegenden Bereiche mittels eines

Metalls abzudecken. Dies fihrt aber zu einem hohen Metallver-
brauch. Ferner kann bei einer Metalloberfldche keine optimale
Reflektivitdt bei gleichzeitiger Korrosionsbestandigkeit der
Oberfldche erreicht werden. Auch kann die reflektierende Fla-
che nicht beliebig nahe an eine Kante der lichtemittierenden

Chipflache herangefihrt werden.

Es ist auch méglich, {iber einen weiteren Prozessschritt am

Ende der Prozesskette eine Silikonschicht mit einem Diffusor
auf die freiliegenden Bereiche aufzubringen. Dies bedingt al-
lerdings einen zusatzlichen Prozessschritt und ist im Zusam-
menhang mit einem lateralen Strukturieren einer Konversions-

schicht schwer zu realisieren und kann Effizienz kosten.

Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe ist darin zu se-

hen, ein effizientes Konzept bereitzustellen, welches die be-
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kannten Nachteile {iberwindet und somit eine verbesserte opto-
elektronische Leuchtvorrichtung sowie ein verbessertes Ver-
fahren zum Herstellen einer optoelektronischen Leuchtvorrich-

tung ermdglicht.

Diese Aufgabe wird mittels des jeweiligen Gegenstands der un-
abhdangigen Anspriiche geldst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der
Erfindung sind Gegenstand von jeweils abhadngigen Unteransprii-

chen.

Nach einem Aspekt wird eine optoelektronische Leuchtvorrich-
tung bereitgestellt, umfassend:
— ein optoelektronisches Halbleiterbauteil mit einer eine
lichtemittierenden Flache umfassende Oberseite,
— ein das Halbleiterbauteil einbettendes und die licht-
emittierende Fladche freilassendes Gehause,
— wobel eine Gehduseflache mit einer lichtstreuenden die-
lektrischen Lackschicht beschichtet ist, die auf eine
der Gehdusefliche abgewandten Flache der Lackschicht

einfallendes Licht streuen kann.

Gemdl einem weiteren Aspekt wird ein Verfahren zum Herstellen
einer optoelektronischen Leuchtvorrichtung bereitgestellt,
umfassend die folgenden Schritte:

— BRereitstellen eines optoelektronischen Halbleiterbau-
teils mit einer eine lichtemittierende Fladche umfassende
Oberseite, wobei das Halbleiterbauteil in einem die
lichtemittierende Flache freilassendes Gehduse eingebet-
tet ist,

— Beschichten einer Gehaduseflache mit einem lichtstreuen-
den dielektrischen Lack, so dass eine die Gehdusefléche
beschichtende lichtstreuende dielektrische Lackschicht
gebildet wird, die auf eine der Gehdusefldche abgewand-
ten Fladche der Lackschicht einfallendes Licht streuen

kann.

Die Erfindung umfasst also insbesondere und unter anderem den

Gedanken, eine Gehdusefldche mit einer Lackschicht zu verse-
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hen, die sowohl zur Lichtstreuung als auch als Dielektrikum
ausgebildet ist. Das heiBt also insbesondere, dass die Lack-
schicht eine Doppelfunktion aufweist: eine dielektrische

Funktion und eine lichtstreuende Funktion.

Aufgrund der dielektrischen Funktion wirkt die Lackschicht
somit in vorteilhafter Weise als eine elektrische Isolations-

schicht. Die Lackschicht ist also ein Dielektrikum.

Aufgrund der lichtstreuenden Funktion kann die Lackschicht in
vorteilhafter Weise Licht streuen, welches auf eine Fléache
der Lackschicht einfdllt, die der Gehausefldche abgewandt
ist. Dadurch kann also in vorteilhafter Weise eine Reflekti-
vitat der Leuchtvorrichtung gesteigert werden. Das heiBt also
insbesondere, dass Licht effizienter gestreut werden kann.
Insbesondere kann dadurch in vorteilhafter Weise ein homoge-
ner Farbeindruck erzeugt werden. Somit wird also insbesondere
in vorteilhafter Weise eine verbesserte Farbhomogenitdt be-
wirkt. Die Lackschicht wirkt also als Streuschicht, ist also

auch eine Streuschicht.

Weiterhin kann in vorteilhafter Weise die Streuschicht, also
die lichtstreuende dielektrische Lackschicht, in einem ge-
meinsamen Prozessschritt mit einer dielektrischen Lackschicht
erzeugt werden, insofern mittels eines einzigen Aufbringens
des Lacks eine Lackschicht gebildet wird, die, wie vorstehend
ausgefiihrt, eine Doppelfunktion aufweist. Das heillt also,
dass mit dem Bilden einer einzigen Schicht sowohl eine licht-
streuende Schicht als auch eine dielektrische Schicht gebil-
det wird: die lichtstreuende dielektrische Lackschicht.
Dadurch wird in vorteilhafter Weise eine effiziente Herstel-

lung der Leuchtvorrichtung bewirkt.

Aufgrund des Beschichtens kann in vorteilhafter Weise eine
optimale und effiziente Bedeckung der Gehdusefldche mit einer

sehr hohen Genauigkeit erzielt werden.
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Durch das Vorsehen der lichtstreuenden dielektrischen Lack-
schicht kann beispielsweise in vorteilhafter Weise ein homo-
gener optischer Eindruck bewirkt werden, wenn auf die Lack-

schicht in Richtung der Gehdusefldche geblickt wird.

Die Lackschicht ist insbesondere ausgebildet, nur bestimmte
Wellenldngen oder nur einen bestimmten Wellenlangenbereich
von einfallendem Licht zu reflektieren oder streuen. Wenn im
Lichte dieser BReschreibung von Licht geschrieben wird, so
soll stets allgemein eine elektromagnetische Strahlung mitge-

lesen werden.

Die Lackschicht reflektiert oder streut (bei Streuung soll
stets Reflexion mitgelesen werden und umgekehrt) nach einer
Ausfihrungsform auf ihrer der Gehduseflache abgewandten Fla-
che einfallendes Licht nur in einem bestimmten Wellenlangen-
bereich. So kann also in vorteilhafter Weise ein bestimmter
Farbeindruck entstehen. Dies ist insbesondere aus Designgrin-
den, insbesondere im Hinblick auf ein industrielles Design,
von Vorteil. Insbesondere kann zum Beispiel entsprechend des

verwendeten Lacks eine bestimmte Farbe erzeugt werden.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass die Lack-

schicht mehrere Streupartikel umfasst.

Die Streupartikel koénnen in vorteilhafter Weise effizient
Licht reflektieren oder streuen. Dies insbesondere in einem
bestimmten Wellenbereich oder nur einer bestimmten Wellenlan-
ge. Die Farbe, die diese Streupartikel reflektieren und/oder
streuen, kann als Kennzeichnung zur Benennung der Lackschicht
verwendet werden. Bei einer Streuung von rotem Licht, kann
die Lackschicht als eine rote Lackschicht bezeichnet werden.
Bei einer Streuung von weilem Licht kann die Lackschicht als
eine weile Lackschicht bezeichnet werden. Insbesondere bei
einer weillen Lackschicht kann eine Lichtausbeute in einem
ausgeschalteten Zustand des optoelektronischen Halbleiterbau-

teils erhdht werden.
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In einer anderen Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass die
Streupartikel ein oder mehrere Elemente ausgewahlt aus der
folgenden Gruppe von Streupartikeln umfassen: Ti02-Partikel,
Al203-Partikel, Si0O2-Partikel, BaSO4-Partikel, Zr02-Partikel,
HfO02-Partikel.

Dadurch wird insbesondere der technische Vorteil bewirkt,

dass eine effiziente Streuung von Licht ermdglicht ist. Ins-
besondere kann entsprechend der verwendeten Streupartikel ge-
nau eingestellt werden, welcher Wellenladngenbereich oder wel-
che Wellenlédnge von einfallendem Licht gestreut oder reflek-

tiert werden soll.

Die Streupartikel weisen zum Beispiel nach einer Ausfiithrungs-
form einen Durchmesser von kleiner als 10 pm auf, insbesonde-
re von kleiner als 1 um. Vorzugsweise ist ein Durchmesser der

Streupartikel kleiner als eine Dicke der Lackschicht.

Nach einer Ausfihrungsform weist die Lackschicht eine
Schichtdicke zwischen 5 pum und 25 pm auf. Vorzugsweise ist
die Schichtdicke der Lackschicht kleiner als 50 pm. Eine mi-
nimale Dicke der Lackschicht hangt insbesondere von den die-
lektrischen Eigenschaften der Lackschicht ab und ist insbe-
sondere durch die dielektrischen Eigenschaften begrenzt. Denn
die Lackschicht wirkt ja insbesondere als elektrischer Isola-

tor.

Die Schichtdicke der Lackschicht betragt nach einer Ausfiih-
rungsform zwischen 5 pm und 50 pm, insbesondere zwischen 10

pm und 25 um.

In einer anderen Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass die
Lackschicht derart ausgebildet ist, dass gestreutes Licht

welll ist.

Dadurch wird insbesondere der Vorteil bewirkt, dass ein wei-
Ber Farbeindruck erzielt werden kann. Dies insbesondere in

einem ausgeschalteten Zustand des optoelektronischen Halblei-
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terbauteils. Dadurch kann insbesondere eine Lichtausbeute er-

hoht werden.

Das heiBt also insbesondere, dass nach einer Ausfithrungsform
vorgesehen ist, dass die Lackschicht eine weile Lackschicht
ist, dass also gestreutes und/oder reflektiertes Licht weil

ist.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform ist vorgesehen, dass in
dem Gehause eine von einer Oberseite des Gehauses zu einer
der Oberseite gegeniiberliegenden Unterseite des Gehauses ver-
laufende elektrische Durchkontaktierung eingebettet ist, die
eine teilweise mittels der Lackschicht beschichtete Oberseite
und eine der Oberseite gegenliberliegende Unterseite umfasst,
wobei an der Oberseite der Durchkontaktierung eine elektri-
sche Kontaktflache ausgebildet ist, die frei von der Lack-
schicht ist und die mit einer an der Oberseite des Halblei-
terbauteils ausgebildeten elektrischen Kontaktflache

elektrisch verbunden ist.

Dadurch wird insbesondere der technische Vorteil bewirkt,
dass eine effiziente elektrische Kontaktierung des Halblei-
terbauteils erzielt werden kann. Insbesondere wird dadurch
der technische Vorteil bewirkt, dass aufgrund der teilweisen
Beschichtung der Oberseite der Durchkontaktierung mittels der
Lackschicht eine Lichtausbeute der Leuchtvorrichtung effi-
zient weiter gesteigert werden kann. Denn die Fléache, die
Licht streuen und/oder reflektieren kann, wird somit vergro-
Bert.

Da die Lackschicht eine dielektrische Lackschicht ist, also
ein Dielektrikum ist, muss also ein Bereich der Oberseite der
Durchkontaktierung frei von dieser Lackschicht sein, damit
die elektrische Verbindung zwischen der Durchkontaktierung
und der Kontaktflache der Oberseite des Halbleiterbauteils

ermdglicht ist.
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In einer anderen Ausfihrungsform ist vorgesehen, dass ein
verschieden von der lichtemittierenden Flache ausgebildeter
Abschnitt der Oberseite des Halbleiterbauteils mit der Lack-

schicht teilweise beschichtet ist.

Dadurch wird insbesondere der technische Vorteil bewirkt,
dass eine Lichtausbeute weiter effizient gesteigert werden
kann. Denn nun ist noch zusdtzlich zur Gehdusefldche ein Ab-
schnitt der Oberseite des Halbleiterbauteils, der verschieden
von der lichtemittierenden Flache ist, mit der Lackschicht
beschichtet. Somit vergroéBert sich also in effizienter Weise
eine Flache der Lackschicht. Hierbei ist aber insbesondere
vorgesehen, dass zumindest ein Bereich oder ein Abschnitt der
Oberseite, der verschieden von der lichtemittierenden Flé&che
ist, frei von der Lackschicht bleibt. Denn dieser Bereich ist
insbesondere als elektrische Kontaktfldche ausgebildet, um

das Halbleiterbauteil elektrisch zu kontaktieren.

In einer Ausfihrungsform ist vorgesehen, dass der Abschnitt
einen Rand der Oberseite des Halbeiterbauteils umfasst. Das
heit also insbesondere, dass ein Rand der Oberseite des

Halbleiterbauteils mit der Lackschicht versehen ist.

In einer Ausfihrungsform ist vorgesehen, dass ein Rand der
Oberseite des Halbleiterbauteils vollstdandig mit der Lack-

schickt versehen ist.

In einer Ausfihrungsform ist vorgesehen, dass an einem Rand
der Oberseite des Halbleiterbauteils ein Grat gebildet ist,
der mit der Lackschicht beschichtet ist.

Ein solcher Grat, der insbesondere elektrisch leitfdhig ist,
bildet sich zum Beispiel bei einem Vereinzeln des Halbleiter-
bauteils aus einem Waferverbund von mehreren Halbleiterbau-
teilen mittels eines Lasers. Dieser Grat kann auch als ein
Schlackegrat bezeichnet werden, insofern die Materialien, aus
denen das Halbleiterbauteil gebildet ist, beim Laserverein-

zeln schmelzen und somit lokal eine Schlacke bilden.
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Dieser Grat kann, da er elektrisch leitfahig ist, die
elektrisch leitfahige Verbindung, die zwischen der an der
Oberseite der Durchkontaktierung gebildeten elektrischen Kon-
taktfldche und der an der Oberseite des Halbleiterbauteils
ausgebildeten elektrischen Kontaktfldche gebildet ist, kurz-
schlieBen. Dadurch aber, dass der Grat mit der Lackschicht
beschichtet ist, ist der Grat in vorteilhafter Weise
elektrisch gegeniiber dieser elektrisch leitfdhigen Verbindung
isoliert. Dadurch wird effizient ein entsprechender Kurz-

schluss vermieden.

In einer Ausfihrungsform ist die elektrisch leitfdhige Ver-
bindung, die zwischen der an der Oberseite der Durchkontak-
tierung gebildeten elektrischen Kontaktfldche und der an der
Oberseite des Halbleiterbauteils ausgebildeten elektrischen
Kontaktflache gebildet ist, als eine auf der Lackschicht auf-
gebrachte Metallisierung gebildet.

Zum Beispiel ist vorgesehen, dass die Lackschicht, die auf
dem Grat aufgebracht ist, mit der Metallisierung versehen ist

respektive wird.

In einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass der Grat mit
der Lackschicht versehen oder beschichtet wird, wobei an-
schlielBend die Metallisierung aufgebracht wird, so dass sich
dadurch eine elektrisch leitfdhige Verbindung (, also die
elektrische Verbindung,) zwischen der an der Oberseite der
Durchkontaktierung gebildeten elektrischen Kontaktfladche und
der an der Oberseite des Halbleiterbauteils ausgebildeten
elektrischen Kontaktflache bildet.

Der Grat weist beispielsweise in der Regel eine Hbhe wvon 15
pum auf. Eine Hohe einer Kontaktfliche betrdgt in der Regel
beispielsweise maximal 4 pm auf. Der Grat uUberragt also in
der Regel die Kontaktfladche. Insofern ist es in der Regel

sehr schwierig oder nicht méglich, eine Leiterbahn vorzuse-

hen, die die an der QOberseite der Durchkontaktierung gebilde-
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te elektrische Kontaktfldche mit der an der QOberseite des
Halbleiterbauteils ausgebildeten elektrischen Kontaktflédche
elektrisch leitfahig verbindet. Denn der Grat steht hier

sozusagen im Weg.

Da aber der Grat nach einer Ausfihrungsform mit der Lack-
schicht versehen ist, kann die elektrisch leitfdhige Verbin-
dung, also die elektrische Verbindung, zwischen den beiden
elektrischen Kontaktflachen effizient mittels einer Metalli-

sierung der Lackschicht gebildet werden.

In einer Ausfihrungsform ist vorgesehen, dass die elektrische
Verbindung zwischen der an der Oberseite der Durchkontaktie-
rung gebildeten elektrischen Kontaktflache und der an der
Oberseite des Halbleiterbauteils ausgebildeten elektrischen
Kontaktfladche als eine Leiterbahn ausgebildet ist. Die Lei-
terbahn ist also beispielsweise auf der den Grat beschichten-
de Lackschicht gebildet.

In einer Ausfihrungsform ist vorgesehen, dass die Lackschicht

an die lichtemittierende Flache unmittelbar angrenzt.

Die lichtemittierende Flache ist insbesondere eine Oberfléache
einer Epitaxie-Schicht oder eines Epitaxie-Schichtenstapels.
Eine solche Epitaxie-Schicht oder ein solcher Epitaxie-
Schichtenstapel wird vom Fachmann auch als eine Epi bezeich-
net. ,Epi“ steht also abgekiirzt fiir ,Epitaxie-Schicht oder
Epitaxie-Schichtenstapel™. Ein anderer BRegriff flir Epi ist
~Mesa“. Es kann auch der zusammengesetzte Begriff ,Epi-Mesa™
fiir ,Epitaxie-Schicht™ oder ,Epitaxie-Schichtenstapel™ ver-

wendet werden.

Die lichtemittierende Fladche ist nach einer Ausfihrungsform
mittels einer Konversionsschicht teilweise oder vollstandig
beschichtet.

In einer Ausfihrungsform ist die lichtemittierende Flé&ache

frei von einer Konversionsschicht.



10

15

20

25

30

35

WO 2017/001327 PCT/EP2016/064830

In einer Ausfihrungsform ist vorgesehen, dass die Lackschicht
an einer Seitenflanke (, die der Einfachheit halber auch nur
als eine Flanke bezeichnet werden kann,) der Epitaxie-Schicht
oder des Epitaxie-Schichtenstapels unmittelbar angrenzt. Das
heilt also insbesondere, dass die Lackschicht die Seitenflan-
ke (Flanke) der Epitaxie-Schicht oder des Epitaxie-
Schichtenstapels unmittelbar berithrt oder unmittelbar kontak-
tiert. Fir den Begriff ,Flanke™ soll stets der Plural mitge-
lesen werden. Zum Beispiel grenzt die Lackschicht unmittelbar
an gegeniberliegenden Flanken der Epitaxie-Schicht oder des
Epitaxie-Schichtenstapels an, berihrt oder kontaktiert diese

also.

In einer Ausfihrungsform ist vorgesehen, dass der Lack ein
Lotstopplack ist. Die Lackschicht ist also vorzugsweise eine

Lotstopplackschicht.

Der Lotstopplack ist beispielsweise ein Lotstopplack auf Epo-
xidharzbasis. Die Lotstopplackschicht ist also beispielsweise

eine Lotstopplackschicht auf Epoxidharzbasis.

Der Lotstopplack umfasst zum BReispiel mehrere Streupartikel,
zum Beigpiel Titandioxid (Ti02)-Streupartikel. Die Lotstopp-
lackschicht umfasst also zum Beispiel mehrere Streupartikel,

zum Beispiel Titandioxid (Ti02)-Streupartikel.

In einer Ausfihrungsform ist vorgesehen, dass der Lack ein
fotostrukturierbares Silikon und/oder ein fotostrukturierba-
res Siloxan umfasst. Die Lackschicht umfasst also insbesonde-
re ein fotostrukturierbares Silikon und/oder ein fotostruktu-
rierbares Siloxan. In einer Ausfihrungsform ist vorgesehen,
dass das fotostrukturierbare Silikon respektive das fo-
tostrukturierbare Siloxan mehrere Streupartikel, zum Beispiel
Titandioxid (Ti02)-Streupartikel, umfassen. Dadurch wird zum
Beispiel der technische Vorteil bewirkt, dass die Lackschicht
effizient mittels eines fotolithographischen Prozesses effi-

zient bearbeitet oder strukturiert werden kann.
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In einer Ausfihrungsform ist vorgesehen, dass der Lack ein
Fotolack ist. Die Lackschicht ist also insbesondere eine Fo-
tolackschicht. Der Fotolack umfasst beispielsweise mehrere
Streupartikel, insbesondere Titandioxid (Ti02)-Streupartikel.
Die Fotolackschicht umfasst also insbesondere mehrere Streu-
partikel, insbesondere Titandioxid (Ti02)-Streupartikel.
Dadurch wird zum Beispiel der technische Vorteil bewirkt,
dass die Lackschicht effizient mittels eines fotolithographi-
schen Prozesses effizient bearbeitet oder strukturiert werden

kann.

In einer Ausfihrungsform ist vorgesehen, dass nach dem Be-
schichten die Lackschicht strukturiert wird. Die Lackschicht
ist also vorzugsweise eine strukturierte Lackschicht. Dadurch
wird zum Beigspiel der technische Vorteil bewirkt, dass die
Lackschicht effizient fir eine konkrete Anwendung angepasst

werden kann.

Das Strukturieren umfasst nach einer Ausfihrungsform ein fo-
tolithographisches Strukturieren. Die Lackschicht ist also
beispielsweise eine fotolithographisch strukturierte Lack-
schicht. Dadurch wird zum Beispiel der technische Vorteil be-
wirkt, dass die Lackschicht effizient strukturiert werden

kann.

Ein lithographisches Strukturieren der Lackschicht weist fer-
ner den Vorteil auf, dass die Lackschicht effizient groBfla-

chig bearbeitet werden kann.

Die nachfolgend beschriebenen beispielhaften Beschichtungs-
verfahren eignen insbesondere in vorteilhafter Weise, um den

Lack effizient groRflachig aufzubringen.

In einer weiteren Ausfiihrungsform ist vorgesehen, mittels ei-
nes Siebdrucks unter Verwendung eines strukturierten Siebs
eine strukturierte Lackschicht aufzubringen. Das heiBt also

insbesondere, dass die Strukturen der Lackschicht durch ein
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strukturiertes Sieb beim Siebdruck aufgebracht werden.
Dadurch wird zum Beispiel der technische Vorteil bewirkt,
dass auf einen teuren Lithographieprozess verzichtet werden
kann. Zwar mag ein Siebdruck unter Verwendung eines struktu-
rierten Siebs nicht ganz so prazise sein wie ein Lithogra-
phieprozess. Dennoch ist der Siebdruck fir Anwendungen vor-

teilhaft, in denen die Kosten eine erhebliche Rolle gpielen.

Ferner konnen mittels eines solchen Siebdrucks Materialien
als Lack aufgebracht werden, die nicht lithographisch struk-
turierbar sind. Dadurch wird insbesondere der technische Vor-
teil bewirkt, dass eine gréBere Auswahlmdglichkeit bei den
Materialien fir die Lackschicht bereitgestellt ist im Ver-

gleich zu einem Lithographieprozess.

Das Beschichten umfasst nach einer Ausfihrungsform ein Sieb-
drucken der Lackschicht. Der Lack wird also beispielsweise
mittels eines Siebdruckens aufgebracht. Die Lackschicht ist
also insbesondere eine siebgedruckte Lackschicht. Dadurch
wird zum Beigspiel der technische Vorteil bewirkt, dass das
Beschichten effizient durchgefihrt werden kann. Das Siebdru-
cken wird zum Beispiel unter Verwendung eines strukturierten

Siebs, wie vorstehend beschrieben, durchgefiithrt.

Das Beschichten umfasst nach einer Ausfithrungsform ein Vor-
hanggieRen der Lackschicht. Der Lack wird also beispielsweise
mittels eines VorhanggieBens aufgebracht. Die Lackschicht ist
also beispielsweise eine vorhanggegossene Lackschicht.
Dadurch wird zum Beispiel der technische Vorteil bewirkt,

dass das Beschichten effizient durchgefiihrt werden kann.

Das Beschichten umfasst nach einer Ausfithrungsform ein Auf-
schleudern der Lackschicht. Der Lack wird also insbesondere
aufgeschleudert. Die Lackschicht ist also insbesondere eine
aufgeschleuderte Lackschicht. Dadurch wird zum Beispiel der
technische Vorteil bewirkt, dass das Beschichten effizient

durchgefihrt werden kann.
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Das Beschichten umfasst nach einer Ausfithrungsform ein Auf-

sprihen von Lack. Die Lackschicht ist also insbesondere eine
aufgesprithte Lackschicht. Dadurch wird zum Beispiel der tech-
nische Vorteil bewirkt, dass das Beschichten effizient durch-

gefilhrt werden kann.

Wie vorstehend beispielhaft beschrieben, kann also der Lack
unstrukturiert aufgebracht werden, um eine unstrukturierte
Lackschicht zu bilden, wobei die unstrukturierte Lackschicht
nach dem Aufbringen strukturiert wird, beispielsweise mittels
eines Lithographieprozesses. Zum Beigspiel ist vorgesehen,
dass der Lack strukturiert aufgebracht wird, so dass sich un-
mittelbar eine strukturierte Lackschicht bildet, die somit

nicht mehr nach dem Aufbringen strukturiert werden muss.

In einer anderen Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass die
optoelektronische Leuchtvorrichtung mittels des Verfahrens
zum Herstellen einer optoelektronischen Leuchtvorrichtung

hergestellt ist respektive wird.

Ausfihrungsformen betreffend das Verfahren ergeben sich ana-
log aus Ausfihrungsformen betreffend die optoelektronische
Leuchtvorrichtung und umgekehrt. Das heiBt also, dass sich
technische Funktionalitdten des Verfahrens in analoger Weise
aus entsprechenden technischen Funktionalitdten der opto-
elektronischen Leuchtvorrichtung ergeben. Ausfiihrungen, die
im Zusammenhang mit dem Verfahren gemacht sind, gelten analog

fiir die optoelektronische Leuchtvorrichtung und umgekehrt.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass als Streupar-
tikel ein oder mehrere Elemente aus der folgenden Gruppe von
Streupartikeln ausgewdhlt werden: TiO2-Partikel, Al203-
Partikel, Si0O2-Partikel, BaSO4-Partikel, Zr02-Partikel, HfO2-
Partikel.

In einer weiteren Ausfihrungsform ist vorgesehen, dass die
Lackschicht derart ausgebildet wird, dass gestreutes Licht

welll ist.
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Nach einer anderen Ausfihrungsform ist vorgesehen, dass in
dem Gehause eine von einer Oberseite des Gehauses zu einer
der Oberseite gegeniiberliegenden Unterseite des Gehauses ver-
laufende elektrische Durchkontaktierung eingebettet ist, die
eine Oberseite und eine der Oberseite gegenliberliegende Un-
terseite umfasst, wobei die Oberseite der Durchkontaktierung
teilweise mittels des Lacks beschichtet wird, so dass die
Oberseite der Durchkontaktierung teilweise mittels der Lack-
schicht beschichtet ist, wobei an der Oberseite der Durchkon-
taktierung eine elektrische Kontaktfldche ausgebildet wird,
die frei von der Lackschicht ist und die mit einer an der
Oberseite des Halbleiterbauteils ausgebildeten elektrischen

Kontaktfldche elektrisch verbunden wird.

Nach noch einer Ausfiithrungsform ist vorgesehen, dass ein ver-
schieden von der lichtemittierenden Flache ausgebildeter Ab-
schnitt der Oberseite des Halbleiterbauteils teilweise mit-
tels des Lacks beschichtet wird, so dass der verschieden wvon
der lichtemittierenden Flache ausgebildete Abschnitt des
Halbleiterbauteils teilweise mittels der Lackschicht be-

schichtet ist.

In einer weiteren Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass das
Bereitstellen umfasst, dass das oder die einzubettenden Ele-
mente vor dem Einbetten auf einen Tradger angeordnet werden,
wobei das Einbetten umfasst, dass das oder die auf dem Trager
angeordneten Elemente mittels eines Moldwerkstoffs eingemol-
det werden, so dass das Gehause mittels des Moldwerkstoffs
gebildet wird, wobei der Trager nach dem Molden von dem oder
den eingemoldeten Elementen entfernt wird, so dass ein aus
dem Moldwerkstoff gemoldetes Gehduse bereitgestellt wird, in
welchem das oder die einzubettenden Elemente eingebettet

sind.

Durch das Vorsehen eines gemoldeten Gehduses wird in vorteil-
hafter Weise bewirkt, dass das Gehduse effizient hergestellt

werden kann. Ein Molden im Sinne der vorliegenden Erfindung
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kann insbesondere als ein Spritzgielen bezeichnet werden. Das
heiBt also insbesondere, dass das Gehduse spritzgegossen

wird.

Das Gehéduse ist nach einer Ausfithrungsform ein spritzgegosse-

nes Gehdause.

Ein Moldwerkstoff kann somit insbesondere als ein Spritzguss-
werkstoff bezeichnet werden. Ein Moldwerkstoff umfasst insbe-
sondere ein oder mehrere Silikone oder ist aus einem oder

mehreren Silikonen gebildet.

Die Formulierung "eines Halbleiterbauteil einbettendes und
die lichtemittierende Flache freilassendes Gehause" heillt
insbesondere, dass das Gehduse zwar das Halbleiterbauteil
einbettet, hierbei aber die lichtemittierende Fléache frei-
lasst. Das heiBt also insbesondere, dass die lichtemittieren-
de Fladche nicht mittels des Gehduses bedeckt ist. Das heilt
also insbesondere, dass die lichtemittierende Flache frei-

liegt.

Nach einer Ausfihrungsform ist die Oberseite der Durchkontak-
tierung eine metallbeschichtete Oberseite. Das heilRt also
insbesondere, dass die Oberseite der Durchkontaktierung eine
Metallbeschichtung aufweist. Das heiRt also insbesondere,
dass nach einer Ausfihrungsform die Metallbeschichtung teil-
weise mittels des Lacks beschichtet wird, sodass eine die Me-
tallbeschichtung teilweise beschichtende Lackschicht gebildet
ist. Das heiBlt also insbesondere, dass die Lackschicht die
Metallbeschichtung teilweise beschichtet. Die Oberseite der
Durchkontaktierung bei einem Vorhandensein einer Metallbe-

schichtung ist also die Oberseite der Metallbeschichtung.

Nach einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass die elektri-
sche Kontaktfldche der Oberseite des Halbleiterbauteils eine
Metallbeschichtung aufweist. Diese Metallbeschichtung ist

analog zu der Metallbeschichtung der Durchkontaktierung nach
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einer Ausfihrungsform teilweise mittels der Lackschicht be-
schichtet.

Nach einer Ausfihrungsform ist vorgesehen, dass die elektri-
sche Verbindung zwischen der elektrischen Kontaktfldche der
Oberseite des Halbleiterbauteils und der Oberseite der Durch-
kontaktierung durch eine elektrische Verbindung zwischen der
Metallbeschichtung der elektrischen Kontaktfldche der Ober-
seite des Halbleiterbauteils und der Metallbeschichtung der

Oberseite der Durchkontaktierung gebildet wird.

Das Bilden der elektrischen Verbindung kann nach einer Aus-

fihrungsform ein Ronden umfassen.

Das Bilden der elektrischen Verbindung kann nach einer Aus-
fihrungsform einen fotolithographischen Prozess umfassen. Das
heiBt, dass die elektrische Verbindung beispielsweise eine
fotolithographisch definierte elektrische Verbindung ist. Das
heilt insbesondere, dass eine Form der elektrischen Verbin-
dung insbesondere mittels des fotolithographischen Prozesses

vorgegeben ist respektive wird.

Nach einer Ausfiihrungsform ist das Halbleiterbauteil als ein
Halbleiterchip gebildet.

Nach einer Ausfihrungsform ist das Halbleiterbauteil eine
Leuchtdiode oder lichtemittierende Diode (auf Englisch: Light
Emitting Diode, LED). Die lichtemittierende Diode ist vor-

zugsweise eine anorganische Diode.

Insbesondere ist nach einer Ausfihrungsform die lichtemittie-
rende Diode eine Laserdiode. Die Laserdiode ist vorzugsweise

als ein Laserdiodenchip gebildet.

Die lichtemittierende Fladche kann nach einer Ausfithrungsform
eine Flache einer Konversionsschicht sein. Das heilRt also zum

Beispiel, dass das Halbleiterbauteil eine Konversionsschicht



10

15

20

25

30

35

WO 2017/001327 PCT/EP2016/064830

umfassen kann. Die Oberseite des Halbleiterbauteils umfasst

somit insbesondere eine solche Konversionsschicht.

Eine Konversionsschicht ist insbesondere ausgebildet, elekt-
romagnetische Strahlung aufweisend eine erste Wellenldnge o-
der einen ersten Wellenlangenbereich in eine elektromagneti-
sche Strahlung aufweisend eine zweite Wellenlange oder einen
zweiten Wellenlidngenbereich zu konvertieren, wobei die zweite
Wellenldnge verschieden von der ersten Wellenlange ist res-
pektive der zweite Wellenlangenbereich zumindest teilweise,
insbesondere vollstandig, verschieden von dem ersten Wellen-

langenbereich ist.

Eine Konversionsschicht weist also eine Konversionsfunktion
auf, konvertiert also elektromagnetische Strahlung oder
Licht. Die zu konvertierende elektromagnetische Strahlung
kann zum Beispiel als ein Primdrlicht oder als eine Primar-
strahlung bezeichnet werden. Die mittels der Konversions-
schicht konvertierte elektromagnetische Strahlung kann zum
Beispiel als ein Sekundarlicht oder als eine Sekundarstrah-
lung bezeichnet werden. Das Halbleiterbauteil emittiert somit
zum Beispiel das Primarlicht, welches mittels der Konversi-

onsschicht in Sekundarlicht konvertiert wird.

Die Konversionsschicht kann zum Beispiel einen Phosphor
und/oder einen organischen und/oder einen anorganischen

Leuchtstoff umfassen.

Die Formulierung ,respektive™ umfasst insbesondere die Formu-

lierung ,und/oder™.

Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile
dieser Erfindung sowie die Art und Weise, wie diese erreicht
werden, werden klarer und deutlicher verstandlich im Zusam-
menhang mit der folgenden Beschreibung der Ausfihrungsbei-
spiele, die im Zusammenhang mit den Zeichnungen naher erlau-

tert werden, wobei



10

15

20

25

30

35

WO 2017/001327 PCT/EP2016/064830

Fig. 1 bis 9 jeweils einen Schritt in einem Verfahren zum

Herstellen einer optoelektronischen Leuchtvorrichtung,

Fig. 10 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zum Herstellen

einer optoelektronischen Leuchtvorrichtung und

Fig. 11 und 12 jeweils einen den jeweils in den Fig. 5 und 6
gezeigten Schritten entsprechenden Schritt in einem weiteren
Verfahren zum Herstellen einer optoelektronischen Leuchtvor-

richtung.

Im Folgenden konnen fir gleiche Merkmale gleiche BRezugszei-

chen verwendet werden.

Fig. 1 zeigt einen ersten Schritt in einem Verfahren zum Her-

stellen einer optoelektronischen Leuchtvorrichtung.

Gemal diesem ersten Schritt wird ein Trager 101 bereitge-
stellt. Der Trager 101 umfasst eine Oberseite 103. Auf der
Oberseite 103 des Tragers 101 ist ein Klebeband 104 angeord-
net. Auf diesem Klebeband 104 ist eine Klebstoffschicht 105

angeordnet.

Das Klebeband 104 kann zum Beispiel ein Klebeband gekenn-

zeichnet durch den Markennamen ,Revalpha™ sein.

Das Klebeband 104 ist ein Doppelklebeband, bei dem eine der
beiden Klebschichten durch Warmeeinwirkung ab einer bestimm-
ten Temperatur ihre Klebwirkung verliert. Das Klebeband ist

also ein sogenanntes Thermo-Release-Klebeband.

Auch im deutschen wird von einer Thermo Release Folie gespro-

chen.

Die Klebstoffschicht weist eine Oberseite 107 auf, die der

Oberseite 103 des Tréagers 101 abgewandt ist.
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Auf der Oberseite 107 der Klebstoffschicht 105 sind zweil
Durchkontaktierungen 109, 111 und zwei optoelektronische
Halbleiterbauteile 113, 115 angeordnet.

Die Durchkontaktierungen 109, 111 weisen jeweils eine Ober-
seite 117 und eine der Oberseite 117 gegeniiberliegende Unter-
seite 121 auf. Die Oberseite 117 ist als eine metallbeschich-
tete oder metallisierte QOberseite ausgebildet. Die entspre-
chende Metallbeschichtung ist mit dem Bezugszeichen 119 ge-
kennzeichnet. Die jeweilige Oberseite 117 ist der Oberseite
107 der Klebstoffschicht 105 zugewandt.

Die optoelektronischen Halbleiterbauteile 113, 115 weisen je-
weils eine Oberseite 123 und eine der Oberseite gegeniiberlie-
gende Unterseite 124 auf. Die jeweilige Oberseite 123 ist der
Oberseite 107 der Klebstoffschicht 105 zugewandt.

Die jeweilige Oberseite 123 der Halbleiterbauteile 113, 115
umfasst jeweils eine Epi 125, die eine lichtemittierende Fla-
che 127 aufweist. Die lichtemittierende Fladche ist in einer
Ausfihrungsform mittels einer Konversionsschicht teilweise
oder vollstandig beschichtet. Die Epi 125 ist beigpielsweise

frei von einer Konversionsschicht.

Mittels dieser lichtemittierenden Flache 127 wird im Betrieb
der beiden Halbleiterbauteile 113, 115 Licht oder allgemein

elektromagnetische Strahlung emittiert.

An der jeweiligen Oberseite 123 der Halbleiterbauteile 113,
115 ist jeweils eine elektrische Kontaktflache 129 gebildet,
die von einem Lotpad 131 umfasst ist. Das jeweilige Lotpad
131 ist an der QOberseite 123 der beiden Halbleiterbauteile
113, 115 gebildet oder angeordnet. Somit ist mittelbar an der
Jjeweiligen Oberseite 123 eine elektrische Kontaktfldche 129
ausgebildet.

Die beiden optoelektronischen Halbleiterbauteile 113, 115 und

die beiden Durchkontaktierungen 109, 111, die allgemein zum
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Beispiel aus Kupfer gebildet sein kdnnen oder Kupfer umfassen
kénnen, werden in einem Moldprozess oder einem Spritzgusspro-
zess eingemoldet oder umspritzt. Dies zeigt symbolisch Fig.
2.

Es ist also in einem folgenden Schritt vorgesehen, dass die
Halbleiterbauteile 113, 115 und die Durchkontaktierungen 109,
111 mittels eines Moldwerkstoffs 201 eingemoldet werden.
Durch das Einmolden bildet sich ein Gehduse 203. Das Gehéduse
203 bettet somit die Durchkontaktierungen 109, 111 und die
Halbleiterbauteile 113, 115 ein. Hierbei bleibt aber eine je-
weilige Oberseite 117, 123 der einzelnen eingebetteten Ele-
mente 109, 111, 113, 115 frei.

Das Gehdause 203 weist eine Oberseite 205 auf, die der Ober-
seite 103 des Tragers 101 zugewandt ist. Das Gehause 203
weist eine Unterseite 207 auf, die der Oberseite 205 des Ge-

hauses 203 gegeniiberliegt.

Die Durchkontaktierungen 109, 111 und die optoelektronischen
Halbleiterbauteile 113, 115 sind mit ihrer jeweiligen Ober-
seite 117, 123 der Oberseite 103 des Tragers 101 zugewandt,
wenn die Durchkontaktierungen 109, 111 und die Halbleiterbau-
teile 113, 115 auf dem Trager 101 angeordnet sind, also mit-
tels der Klebstoffschicht 105 und mittels des Klebebands 104
auf der Oberseite 103 des Tragers 101 festgeklebt sind.

Nach dem Molden des Gehduses 203 ist in einem weiteren
Schritt des Verfahrens vorgesehen, dass der Trager 101 ge-
meinsam mit der Klebstoffschicht 105 und dem Klebeband 104
von dem Gehause 203 und den Durchkontaktierungen 109, 111 und
den Halbleiterbauteilen 113, 115 entfernt wird. Fig. 3 zeigt
die Anordnung gemal Fig. 2 mit entferntem Trdger 101 und ent-
fernter Klebstoffschicht 105 und entferntem Klebeband 104.
Zusatzlich ist noch iiberfliissiger Moldwerkstoff 201 entfernt
worden, der sich zum Beispiel zwischen dem Lotpad 131 und der
Epi 125 festgesetzt hat.
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Somit sind die beiden Durchkontaktierungen 109, 111 derart im
Gehduse 203 eingebettet, dass nur noch die Metallbeschichtung
119 freiliegt. Die Metallbeschichtung 119 schaut sozusagen
aus dem Gehaduse 203 heraus. Sie ragt also aus dem Gehause 203
Uber die Oberseite 205 des Gehaduses 203 hinaus. Analog gilt
dies fir die Lotpads 131 sowie die Epi 125.

Fig. 4 zeigt die Anordnung gemidB Fig. 3, wobei diese um 180°
gedreht wurde. Somit zeigen nun die jeweiligen Oberseiten

117, 123 bezogen auf die Papierebene nach oben.

Es finden nun vorzugsweise fotolithografische Bearbeitungs-
prozesse und/oder Sputterprozesse und/oder Metallisierungs-
prozesse und/oder Atzprozesse auf den Oberseiten 117, 123
statt. Dies zeigt symbolisch Fig. 5. Aufgrund dieser Prozesse
werden zum Beispiel auf den Lotpads 131 elektrische erhdhte
Kontaktabschnitte 501 gebildet. ,Erhoht™ bedeutet hier bezo-
gen auf eine Oberfldache der Létpads 131. An einer Seite der
Kontaktabschnitte 501, die der Oberseite 123 der Halbleiter-
bauteile 113, 115 abgewandt ist, ist somit die elektrische
Kontaktflache 129 ausgebildet. Somit ist mittelbar an der je-
weiligen Oberseite 123 eine elektrische Kontaktfldche 129
ausgebildet.

Solche erhdhte elektrische Kontaktabschnitte 501 sind eben-
falls auf der Metallbeschichtung 119 gebildet, wobei hier
diese elektrischen Kontaktabschnitte 501 eine elektrische
Kontaktflache 503 umfassen, die der Oberseite 117 der Durch-
kontaktierungen 109, 111 abgewandt ist. Somit ist an den
Oberseiten 117 der Durchkontaktierungen 109, 111 mittelbar

jeweils eine elektrische Kontaktfliche 503 ausgebildet.

Ferner ist vorgesehen, dass die Oberseite 205 des Gehéauses
203 mit einem Lack beschichtet wird, sodass sich eine Lack-
schicht 505 ausbildet. Da die Oberseite 205 eine Gehausefla-
che ist, wird also eine Gehauseflache des Gehauses 203 mit
einem Lack beschichtet. Das heiBt also insbesondere, dass

beispielsweise vorgesehen ist, freiliegende Bereiche oder Ab-
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schnitte der Oberseite 205 des Gehauses 203 mit einem Lack zu
beschichten, sodass sich hier entsprechend eine Lackschicht
505 ausbildet. Die Lackschicht 505 weist eine Oberseite 507
auf. Die Lackschicht 505 weist ferner eine Unterseite 509
auf, die der Oberseite 507 abgewandt ist. Die Unterseite 509
der Lackschicht 505 ist der Oberseite 205 des Gehauses 203

zugewandt.

Der Lack ist ein dielektrischer Lack und umfasst mehrere
Streupartikel. Somit ist die Lackschicht 505 eine lichtstreu-
ende dielektrische Lackschicht. Licht, welches auf die Ober-
seite 507 der Lackschicht 505 einfallt, wird somit gestreut
und/oder reflektiert. Die Oberseite 507 der Lackschicht 505
ist der Oberseite 205 des Gehaduses 203 abgewandt. Da die
Oberseite 507 der Lackschicht 505 eine Flache ist, wird somit
Licht mittels der Lackschicht 505 gestreut und/oder reflek-
tiert, welches auf eine Flache, also die Oberseite 507, der
Lackschicht 505 einfallt, die der Oberseite 205, also der Ge-

hauseflache, abgewandt ist.

Es ist weiter vorgesehen, dass weitere Abschnitte von frei-
liegenden Flachen mit dem Lack beschichtet werden, sodass
sich auch hier entsprechend die Lackschicht 505 ausbildet.
Bei diesen freiliegenden Flachen handelt es sich zum Beispiel
um Teilfldchen der Oberseite 123 der Halbleiterbauteile 113,
115, die verschieden von der lichtemittierenden Flache 127
sind. Insbesondere ist vorgesehen, teilweise die Oberseiten
117 der Durchkontaktierungen 109, 111 mit dem Lack zu be-
schichten, wobei hier zumindest ein Bereich frei von dem Lack
bleibt, um hier den elektrischen Kontaktabschnitt 501 auszu-
bilden. Gleiches gilt fiir das Lotpad 131, auch hier muss ein
Abschnitt frei von einem Lack bleiben, um hier entsprechend
den elektrischen Kontaktabschnitt 501 auszubilden.

Nach einer Ausfiihrungsform handelt es sich um einen reflek-
tierenden Lack. Die Lackschicht 505 weist vorzugsweise eine
Schichtdicke zwischen 5 um und 50 pm, insbesondere zwischen

10 uym und 25 um auf. Die Lackschicht 505 bedeckt insbesondere
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einen Rand 1105 der Oberseite 123 des Halbleiterbauteils 115
sowie insbesondere einen Rand 1107 der QOberseite 123 des
Halbleiterbauteils 113. Die Lackschicht 505 kontaktiert un-
mittelbar gegeniilberliegende Flanken 1109 der Epi 125.

Die Durchkontaktierungen 109, 111 werden nun mit den opto-
elektronischen Halbleiterbauteilen 113, 115 elektrisch ver-
bunden. Es ist vorgesehen, dass die Durchkontaktierung 109
mit dem Halbleiterbauteil 113 elektrisch verbunden wird. Die
Durchkontaktierung 111 wird mit dem optoelektronischen Halb-
leiterbauteil 115 elektrisch verbunden. Hierbei ist vorgese-
hen, dass eine elektrische Verbindung zwischen der jeweiligen
elektrischen Kontaktflache 129 sowie der jeweiligen elektri-
schen Kontaktfldche 503 gebildet wird.

Dies ist symbolisch in Fig. 6 dargestellt. Die elektrische
Verbindung ist hier mit dem Bezugszeichen 601 gekennzeichnet.
Die elektrische Verbindung 601 kann nach einer Ausfiihrungs-
form ein Bonddraht sein. In einer weiteren Ausfihrungsform
kann diese elektrische Verbindung 601 mittels eines foto-

lithografischen Prozesses definiert sein respektive werden.

In Fig. 6 ist eine geschweifte Klammer mit dem Bezugszeichen
603 eingezeichnet, die einen zu entfernenden Gehauseabschnitt
des Gehaduses 203 kennzeichnet. Das heiBt also, dass dieser
Gehduseabschnitt 603 entfernt werden wird, um die Unterseiten
121 der Durchkontaktierungen 109, 111 und die Unterseiten 124
der Halbleiterbauteile 113, 115 freizulegen.

Das Entfernen des Gehduseabschnitts 603 kann zum Beispiel ein

Schleifen und/oder ein Sagen umfassen.

Fig. 7 zeigt die Anordnung gemal Fig. 6 mit entferntem Gehau-
seabschnitt 603. Das heilt also, dass die Anordnung gemal
Fig. 7 nicht mehr den Gehauseabschnitt 603 zeigt. Das heillt
also, dass das Gehduse 203, welches in Fig. 7 gezeigt ist,
nicht mehr den Gehduseabschnitt 603 gemal Fig. 6 aufweist.

Die Unterseiten 121 der Durchkontaktierungen 109, 111 sowie
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die Unterseiten 124 der Halbleiterbauteile 113, 115 liegen

somit frei.

Die Durchkontaktierungen 109, 111 verlaufen somit von der
Oberseite 205 des Gehduses 203 durch das Gehduse 203 zur Un-
terseite 207 des Gehduses 203, nachdem der Gehduseabschnitt

603 entfernt wurde.

Somit ist es in vorteilhafter Weise ermdglicht und auch so
vorgesehen, dass diese Unterseiten 121, 124 metallisiert wer-
den. Es wird also eine Metallisierung oder eine Metallschicht
auf den Unterseiten 121, 124 gebildet. Hierbei zeigt das Be-
zugszeichen 701 auf eine jeweilige Metallisierung der Unter-
seite 124 der Halbleiterbauteile 113, 115. Das Bezugszeichen
703 zeigt auf eine jeweilige Metallisierung der Unterseiten
121 der Durchkontaktierungen 109, 111.

Somit kénnen die Durchkontaktierungen 109, 111 und die Halb-
leiterbauteile 113, 115 lber diese Metallisierungen 701, 703

effizient elektrisch kontaktiert werden.

Die in Fig. 7 gezeigte Anordnung wird noch mit einer Be-
schichtung 801 versehen, die zum Beispiel aufgespriht werden
kann. Dies zeigt symbolisch Fig. 8. Die Beschichtung 801 ist
eine Konversionsbeschichtung. Es ist somit eine Konversions-
schicht 801 gebildet. Zum Beispiel umfasst die Konversions-
schicht 801 einen Phosphor-Konverter, der in einer Silikon-

matrix eingebettet ist.

Eine Konversionsschicht ist insbesondere ausgebildet, elekt-
romagnetische Strahlung aufweisend eine erste Wellenlange o-
der einen ersten Wellenlangenbereich in eine elektromagneti-
sche Strahlung aufweisend eine zweite Wellenlange oder einen
zweiten Wellenlidngenbereich zu konvertieren, wobei die zweite
Wellenldnge verschieden von der ersten Wellenlange ist res-
pektive der zweite Wellenlangenbereich zumindest teilweise,
insbesondere vollstandig, verschieden von dem ersten Wellen-

langenbereich ist. Eine Konversionsschicht weist also eine
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Konversionsfunktion auf, konvertiert also elektromagnetische
Strahlung. Die zu konvertierende elektromagnetische Strahlung
kann zum Beigspiel als ein Primdrlicht oder als eine Priméar-
strahlung bezeichnet werden. Die mittels der Konversions-
schicht konvertierte elektromagnetische Strahlung kann zum
Beispiel als ein Sekundarlicht oder als eine Sekundarstrah-

lung bezeichnet werden.

Die Konversionsschicht kann zum Beispiel einen Phosphor
und/oder einen organischen und/oder einen anorganischen

Leuchtstoff umfassen.

Die in Fig. 8 gezeigte Anordnung wird vereinzelt, sodass zweil
optoelektronische Leuchtvorrichtungen 901, 903 gebildet wer-
den. Dies zeigt symbolisch Fig. 9.

Somit weist Jjede der optoelektronischen Leuchtvorrichtungen
901, 903 jeweils eine Durchkontaktierung 109, 111 sowie ein
optoelektronisches Halbleiterbauteil 113, 115 sowie ein Ge-
hause 203 auf, in welchem die Durchkontaktierung 109, 111 und
das optoelektronische Halbleiterbauteil 113, 115 eingebettet
sind, wobeili insbesondere die lichtemittierenden Flachen 127
freiliegen. Ferner sind Abschnitte von Flachen, die verschie-
den von der lichtemittierenden Flache 127 sind, teilweise mit
der Lackschicht 505 beschichtet.

Die in Fig. 1 bis 9 symbolisch und exemplarisch gezeigten
Herstellungsschritte in einem Verfahren zum Herstellen einer
optoelektronischen Leuchtvorrichtung zeigen zwei Durchkontak-
tierungen 109, 111 sowie zweil optoelektronische Halbleiter-
bauteile 113, 115. In nicht gezeigten Ausfihrungsformen kon-
nen mehr oder weniger (also eine) als zwei Durchkontaktierun-
gen 109, 111 und mehr oder weniger (also eine) als zweil opto-
elektronische Halbleiterbauteile 113, 115 vorgesehen sein,
die analog zu den zwei Durchkontaktierungen 109, 111 und den
zwel optoelektronischen Halbleiterbauteilen 113, 115 in ein
Gehduse 203 eingebettet werden. Entsprechend kann dann eine

Vereinzelung stattfinden, um mehr als zwei optoelektronische
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Leuchtvorrichtungen zu bilden. Auch kann in weiteren nicht
gezeigten Ausfihrungsformen vorgesehen sein, dass einer opto-
elektronischen Leuchtvorrichtung mehrere Halbleiterbauteile
zugeordnet sind und entsprechend mehrere Durchkontaktierungen

zugeordnet sind.

Fig. 10 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zum Her-

stellen einer optoelektronischen Leuchtvorrichtung.

Das Verfahren umfasst die folgenden Schritte:

— Bereitstellen 1001 eines optoelektronischen Halbleiter-
bauteils mit einer eine lichtemittierende Flache umfas-
sende Oberseite, wobeili das Halbleiterbauteil in einem
die lichtemittierende Flache freilassendes Gehaduse ein-
gebettet ist,

— Beschichten 1003 einer Gehausefldche mit einem licht-
streuenden dielektrischen Lack, so dass eine die Gehau-
sefldache beschichtende lichtstreuende dielektrische
Lackschicht gebildet 1005 wird, die auf eine der Gehau-
sefldche abgewandten Flache der Lackschicht einfallendes

Licht streuen kann.

Fig. 11 und 12 zeigen jeweils einen den jeweils in den Fig. 5
und 6 gezeigten Schritten entsprechenden Schritt in einem
weiteren Verfahren zum Herstellen einer optoelektronischen

Leuchtvorrichtung.

Es werden daher fiir gleiche Merkmale gleiche Bezugszeichen
verwendet. Als ein Unterschied weisen hier die Halbleiterbau-
teile Grate auf, was nachstehend noch weiter beschrieben
wird. Die der Figur 5 vorausgehenden Schritte und die der Fi-
gur 6 nachfolgenden Schritte gelten aber analog fir die in
den Fig. 11 und 12 gezeigten Halbleiterbauteile umfassend

Grate.

Das Halbleiterbauteil 115 weist einen Grat 1101 auf. Das
Halbleiterbauteil 113 weist ebenfalls einen Grat 1103 auf.
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Der Grat 1101 des Halbleiterbauteils 115 ist an einem Rand
1105 der Oberseite 123 des Halbleiterbauteils 115 gebildet.

Der Grat 1103 des Halbleiterbauteils 113 ist an einem Rand
1107 der Oberseite 123 des Halbleiterbauteils 113 gebildet.

Die Grate 1101, 1103 entstehen beigspielsweise wahrend eines
Vereinzelns der Halbleiterbauteile 113, 115. Die Grate 1101,
1103 weisen eine Hohe (zum Beispiel 14 um) auf, die groler
ist als die HOhe (zum Reispiel maximal 4 um) der elektrischen
Kontaktflache 129 des Lotpads 131.

Die Grate 1101, 1103 werden wvon der Lackschicht 501 vollstan-
dig bedeckt, so dass die Grate 1101, 1103 wvollstandig in der
Lackschicht eingebettet sind.

Die elektrische Verbindung 601 wird auf der die Grate 1101,
1103 einbettende Lackschicht 501 gebildet, beispielsweise als
eine Metallisierung. Aufgrund der Lackschicht 501 wird die
elektrische Verbindung 601 von den Graten 1101, 1103 nicht
kurzgeschlossen. Die Grate 1101, 1103 sind also von der

elektrischen Verbindung 601 elektrisch isoliert.

Zusammenfassend ist erfindungsgemédl insbesondere vorgesehen,
dem Lack, der im Verfahren zum Herstellen einer optoelektro-
nischen Leuchtvorrichtung als Dielektrikum auf die einzelnen
Fliachen aufgebracht wird, eine reflektierende und/oder streu-
ende Substanz, 1nsbesondere eine well reflektierende und/oder
weill streuende Substanz, wie zum Beispiel TiO,, beizufiligen
respektive einen reflektierenden und/oder streuenden Lack,
insbesondere einen weill reflektierenden und/oder weill streu-
enden Lack, zu verwenden. Die Substanz umfasst insbesondere

Streupartikel.

Dadurch erhdoht sich in vorteilhafter Weise eine Effizienz der
Leuchtvorrichtung, da das Licht von der Oberseite der Lack-
schicht reflektiert und/oder gestreut werden kann. Die Effi-

zienz wird in vorteilhafter Weise besonders erhdht, wenn es
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sich hier um eine weill reflektierende und/oder weill streuende
Lackschicht handelt. Dies kann in vorteilhafter Weise auch
flir eine Farbhomogenitat vorteilhaft sein. Insbesondere kon-
nen so weill erscheinende Packages (Leuchtvorrichtung) erzeugt
werden. Anstelle von Weill kann entsprechend dem verwendeten
Lack ein andersfarbig erscheinendes Package erzeugt werden.
Das Erzeugen der Lackschicht, die auch als eine Reflexions-
und/oder Streuschicht bezeichnet werden kann, kann in vor-
teilhafter Weise in einem Prozessschritt erfolgen, der be-
reits Bestandteil eines Herstellungsprozesses oder eines Her-
stellungsverfahrens einer optoelektronischen Leuchtvorrich-
tung ist. Es ist somit in vorteilhafter Weise kein zusatzli-
cher Prozessschritt notwendig. Das heiBt also insbesondere,
dass in einem bereits an sich bekannten Herstellungsverfahren
einer optoelektronischen Leuchtvorrichtung nun erfindungsge-
mal ein Lack verwendet wird, wie er im Rahmen dieser Be-
schreibung beschrieben ist. Weiterhin kann durch das Be-
schichten mit dem Lack eine optimale Redeckung der einzelnen
zu beschichtenden Fldchen mit einer sehr hohen Genauigkeit

erzielt werden.

Obwohl die Erfindung im Detail durch die bevorzugten Ausfih-
rungsbeispiele ndher illustriert und beschrieben wurde, so
ist die Erfindung nicht durch die offenbarten Beispiele ein-
geschrankt und andere Variationen koénnen vom Fachmann hieraus
abgeleitet werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu

verlassen.
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BEZUGSZEICHENLISTE

101 Trager

103 Oberseite des Tragers

104 Klebeband

105 Klebstoffschicht

107 Oberseite der Klebstoffschicht

109 Durchkontaktierung

111 Durchkontaktierung

113 optoelektronisches Halbleiterbauteil

115 optoelektronisches Halbleiterbauteil

117 Oberseite der Durchkontaktierung

119 Metallbeschichtung

121 Unterseite der Durchkontaktierung

123 Oberseite des Halbleiterbauteils

124 Unterseite des Halbleiterbauteils

125 Epi

127 lichtemittierende Flache

129 elektrische Kontaktfladche des Lotpads

131 Lotpad

201 Moldwerkstoff

203 Gehause

205 Oberseite des Gehiduses

207 Unterseite des Gehéduses

501 elektrischer Kontaktabschnitt

503 elektrische Kontaktfldche der Metallbeschichtung

505 Lackschicht

507 Oberseite der Lackschicht

509 Unterseite der Lackschicht

601 elektrische Verbindung

603 zu entfernender Gehauseabschnitt

701 Metallisierung

703 Metallisierung

801 Konversionsschicht

901 optoelektronische Leuchtvorrichtung

903 optoelektronische Leuchtvorrichtung

1001 Bereitstellen

1003 Beschichten
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1005 Bilden einer Lackschicht
1101 Grat

1103 Grat

1105 Rand

1107 Rand

1109 Flanke
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PATENTANSPRUCHE

. Optoelektronische Leuchtvorrichtung (901, 903), umfassend:

— ein optoelektronisches Halbleiterbauteil (113, 115) mit
einer eine lichtemittierenden Flache (127) umfassende
Oberseite (123),

— eiln das Halbleiterbauteil (113, 115) einbettendes und
die lichtemittierende Flache (127) freilassendes Gehause
(203),

— wobei eine Gehauseflache (205) mit einer lichtstreuenden
dielektrischen Lackschicht (505) beschichtet ist, die
auf eine der Gehauseflache (205) abgewandten Fléache
(507) der Lackschicht (505) einfallendes Licht streuen

kann.

. Optoelektronische Leuchtvorrichtung (901, 903) nach An-

spruch 1, wobei die Lackschicht (505) mehrere Streuparti-

kel umfasst.

. Optoelektronische Leuchtvorrichtung (901, 903) nach An-

spruch 2, wobei die Streupartikel ein oder mehrere Elemen-
te ausgewadahlt aus der folgenden Gruppe von Streupartikeln
umfassen: TiO2-Partikel, Al203-Partikel, Si0O2-Partikel,
BaSO4-Partikel, Zr0O2-Partikel, HfO2-Partikel.

. Optoelektronische Leuchtvorrichtung (901, 903) nach einem

der vorherigen Anspriiche, wobei die Lackschicht (505) der-

art ausgebildet ist, dass gestreutes Licht weill ist.

. Optoelektronische Leuchtvorrichtung (901, 903) nach einem

der vorherigen Anspriiche, wobei in dem Gehause (203) eine
von einer QOberseite (205) des Gehauses (205) zu einer der
Oberseite (205) gegeniilberliegenden Unterseite (207) des
Gehauses (207) verlaufende elektrische Durchkontaktierung
(109, 111) eingebettet ist, die eine teilweise mittels der
Lackschicht (505) beschichtete Oberseite (117) und eine

der Oberseite (117) gegeniiberliegende Unterseite (121) um-
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fasst, wobei an der Oberseite (117) der Durchkontaktierung
(109, 111) eine elektrische Kontaktflache (503) ausgebil-
det ist, die frei von der Lackschicht (505) ist und die
mit einer an der Oberseite (123) des Halbleiterbauteils
(113, 115) ausgebildeten elektrischen Kontaktflache (129)

elektrisch verbunden ist.

6. Optoelektronische Leuchtvorrichtung (901, 903) nach einem
der vorherigen Anspriiche, wobei ein verschieden von der
lichtemittierenden Fl&che (127) ausgebildeter Abschnitt
der Oberseite (123) des Halbleiterbauteils (113, 115) mit
der Lackschicht (505) beschichtet ist.

7. Optoelektronische Leuchtvorrichtung (201, 903) nach einem
der vorherigen Anspriiche, wobei die Lackschicht (505) eine
strukturierte Lackschicht, insbesondere eine fotolithogra-

phisch strukturierte Lackschicht ist.

8. Verfahren zum Herstellen einer optoelektronischen Leucht-
vorrichtung (901, 903), umfassend die folgenden Schritte:
— Bereitstellen (1001) eines optoelektronischen Halblei-

terbauteils (113, 115) mit einer eine lichtemittierende
Flache (127) umfassende Oberseite (123), wobeil das Halb-
leiterbauteil (113, 115) in einem die lichtemittierende
Flache (127) freilassendes Gehduse (203) eingebettet
ist,

— Beschichten (1003) einer Gehdusefldche (205) mit einem
lichtstreuenden dielektrischen Lack, so dass eine die
Gehauseflache (205) beschichtende lichtstreuende die-
lektrische Lackschicht (505) gebildet (1005) wird, die
auf eine der Gehauseflache (205) abgewandten Fléache
(507) der Lackschicht (505) einfallendes Licht streuen

kann.

9. Verfahren nach Anspruch 8, wobei der Lack mehrere Streu-

partikel umfasst.
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10.

11.

12.

13.

14.

Verfahren nach Anspruch 9, wobei als Streupartikel ein
oder mehrere Elemente aus der folgenden Gruppe von Streu-
partikeln ausgewahlt werden: TiO2-Partikel, Al203-
Partikel, Si0O2-Partikel, BaS0O4-Partikel, Zr02-Partikel,
HfO02-Partikel.

Verfahren nach einem der Anspriiche 8 bis 10, wobei die
Lackschicht (505) derart ausgebildet wird, dass gestreutes
Licht weiB ist.

Verfahren nach einem der Anspriiche 8 bis 11, wobei in
dem Gehaduse (203) eine von einer Oberseite (205) des Ge-
hauses (203) zu einer der Oberseite (205) gegenliberlie-
genden Unterseite (207) des Gehauses (203) verlaufende
elektrische Durchkontaktierung (109, 111) eingebettet ist,
die eine Oberseite (117) und eine der QOberseite (117) ge-
geniiberliegende Unterseite (121) umfasst, wobei die Ober-
seite (117) der Durchkontaktierung (109, 111) teilweise
mittels des Lacks beschichtet wird, so dass die Oberseite
(117) der Durchkontaktierung (109, 111) teilweise mittels
der Lackschicht (505) beschichtet ist, wobei an der Ober-
seite (117) der Durchkontaktierung (109, 111) eine elekt-
rische Kontaktflache (503) ausgebildet wird, die frei wvon
der Lackschicht (505) ist und die mit einer an der Ober-
seite (123) des Halbleiterbauteils (113, 115) ausgebilde-
ten elektrischen Kontaktfldche (129) elektrisch verbunden

wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 8 bis 12, wobei ein
verschieden von der lichtemittierenden Flache (127) ausge-
bildeter Abschnitt der Oberseite (123) des Halbleiterbau-
teils (113, 115) mittels des Lacks beschichtet wird, so
dass der verschieden von der lichtemittierenden Flé&che
(127) ausgebildete Abschnitt des Halbleiterbauteils (113,
115) mittels der Lackschicht (505) beschichtet ist.

Verfahren nach einem der Anspriiche 8 bis 13, wobei das

Bereitstellen umfasst, dass das oder die einzubettenden
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15.

Elemente vor dem Einbetten auf einen Trager (101) angeord-
net werden, wobeil das Einbetten umfasst, dass das oder die
auf dem Trager (101) angeordneten Elemente mittels eines
Moldwerkstoffs (201) eingemoldet werden, so dass das Ge-
hause (203) mittels des Moldwerkstoffs (201) gebildet
wird, wobei der Trager (101) nach dem Molden von dem oder
den eingemoldeten Elementen entfernt wird, so dass ein aus
dem Moldwerkstoff (201) gemoldetes Gehduse (203) bereitge-
stellt wird, in welchem das oder die einzubettenden Ele-

mente eingebettet sind.

Verfahren nach einem der Anspriiche 8 bis 14, wobei nach
dem Beschichten die Lackschicht (505) strukturiert wird,

insbesondere fotolithographisch strukturiert wird.
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